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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件，包括：
一半導體基底，具有多個長主動區，其中該等長主動區沿一第一方向延伸且彼此平行；

一第一閘極電極，設置在該半導體基底上方的一介電層中並延伸到該半導體基底中；

一第一源極/汲極區和一第二源極/汲極區，設置在該長主動區中，並且位在該第一閘極電
極的相對兩側處；以及

多個虛擬主動區，位在該等長主動區之間，

其中該第一閘極電極具有延伸穿過該長主動區的一第一部分以及延伸進入該第一源極/汲
極區中的一第二部分。

2.　如請求項 1所述之半導體元件，其中該長主動區在一測試元件組(TEG)中實現。
3.　如請求項 1所述之半導體元件，其中位在兩個相鄰長主動區之間的該虛擬主動區在該第
一方向上連續排列且彼此分離。

4.　如請求項 1所述之半導體元件，其中位在不同對的該等長主動區中的該等虛擬主動區為
交替排列。

5.　如請求項 4所述之半導體元件，其中位在不同對的該等長主動區中的該等虛擬主動區為
沿一第二方向排列，其中該第二方向是該第一方向相對於一參考方向的一鏡像方向。

6.　如請求項 1所述之半導體元件，其中該第一閘極電極的該第二部分位在該長主動區內。
7.　如請求項 6所述之半導體元件，其中該第一閘極電極的該第一部分和該第二部分形成一
直角。

8.　如請求項 1所述之半導體元件，還包括：
一第二閘極電極，設置在該半導體基底中；以及

一第三源極/汲極區，設置在該長主動區中，
其中該第二源極/汲極區和該第三源極/汲極區位在該第二閘極電極的相對兩側處，
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其中該第二閘極電極具有延伸穿過該長主動區的一第三部分以及延伸到該第三源極/汲極
區中的一第四部分。

9.　如請求項 8所述之半導體元件，其中該第二源極/汲極區位在該第一閘極電極與該第二閘
極電極之間，並且該第一閘極電極的該第二部分和該第二閘極電極的該第四部分彼此平

行延伸。

10.   一種半導體元件，包括：
一半導體基底；

多個長主動區，設置於該半導體基底中，其中該等長主動區沿一第一方向延伸並且彼此

平行；

一第一閘極結構，設置在該半導體基底上方的一介電層中並延伸到該半導體基底中，其

中該第一閘極結構包括一第一字元線絕緣層、一第一字元線阻障層、一第一字元線導電

層以及一第一字元線罩蓋層；以及

一第一源極/汲極區和一第二源極/汲極區，設置在該長主動區中，並且位在該第一閘極結
構的相對兩側處，

其中該第一字元線導電層具有延伸穿過該長主動區的一第一部分以及延伸進入該第一源

極/汲極區的一第二部分。
11.   如請求項 10所述之半導體元件，其中該第一字元線阻障層設置在該第一字元線絕緣層與

該第一字元線導電層之間。

12.   如請求項 10所述之半導體元件，其中該第一字元線導電層包括一成核部以及被該成核部
包圍的一塊體部。

13.   如請求項 12所述之半導體元件，其中該成核部以及該塊體部包括鎢。
14.   如請求項 10所述之半導體元件，其中該第一字元線導電層的該第二部分位在長主動區

內。

15.   如請求項 14所述之半導體元件，其中該第一字元線導電層的該第一部分與該第二部分形
成一直角。

16.   如請求項 10所述之半導體元件，還包括：
一第二閘極結構，設置在該半導體基底上方的該介電層中並延伸到該半導體基底中；以

及

一第三源極/汲極區，設置在該長主動區中，
其中該第二源極/汲極區以及該第三源極/汲極區位在該第二閘極結構的相對兩側處，
其中該第二閘極結構包括一第二字元線絕緣層、一第二字元線阻障層、一第二字元線導

電層以及一第二字元線罩蓋層。

17.   如請求項 16所述之半導體元件，其中該第二字元線導電層包括一成核部以及被該成核部
包圍的一塊體部。

18.   如請求項 16所述之半導體元件，其中該第二字元線導電層包括延伸穿過該長主動區的一
第三部分以及延伸到該第三源極/汲極區的一第四部分。

19.   如請求項 17所述之半導體元件，其中該成核部以及該塊體部包括鎢。
圖式簡單說明

當與附圖一起閱讀時，從以下詳細描述中可以最好地理解本揭露的各方面。應當理解，

根據業界的標準慣例，各種特徵並非按比例繪製。事實上，為了清楚討論，可以任意增加或

減少各種特徵的尺寸。

圖 1是頂視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件。
圖 2是剖視放大示意圖，例示本揭露一些實施例的沿圖 1中的剖線 I-I'的半導體元件。

(2)
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圖 3是頂視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的一部分。
圖 4A是頂視示意圖，例示本揭露一些不同實施例的半導體元件。
圖 4B是頂視示意圖，例示本揭露一些不同實施例的半導體元件。
圖 5是剖視示意圖，例示本揭露一些不同實施例的沿圖 4A或圖 4B中的剖線 C-C'的半導體元
件。

圖 6是流程示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的製備方法。
圖 7是頂視示意圖，例示本揭露一些實施例在形成半導體元件期間形成隔離結構以界定主動
區的中間階段。

圖 8是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 7中的剖線 I-I'形成半導體元件期間形成隔離
結構以界定主動區的中間階段。

圖 9是頂視示意圖，例示本揭露一些實施例在形成半導體元件期間形成多個溝槽在半導體基
底中的中間階段。

圖 10是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 9中的剖線 I-I'形成半導體元件期間形成多
個溝槽在半導體基底中的中間階段。

圖 11是頂視示意圖，例示本揭露一些實施例在形成半導體元件期間形成多個閘極介電層以加
襯溝槽的中間階段。

圖 12是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 11中的剖線 I-I'形成半導體元件期間形成多
個閘極介電層以加襯溝槽的中間階段。

圖 13是頂視示意圖，例示本揭露一些實施例在形成半導體元件期間用閘極電極材料填充溝槽
的中間階段。

圖 14是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 13中的剖線 I-I'形成半導體元件期間用閘極
電極材料填充溝槽的中間階段。

圖 15是頂視示意圖，例示本揭露一些實施例在形成半導體元件期間凹陷閘極電極材料以形成
閘極結構的中間階段。

圖 16是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 15中的剖線 I-I'形成半導體元件期間凹陷閘
極電極材料以形成閘極結構的中間階段。

圖 17是頂視示意圖，例示本揭露一些實施例在形成半導體元件期間形成介電罩蓋層以覆蓋閘
極結構的中間階段。

圖 18是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 17中的剖線 I-I'形成半導體元件期間形成介
電罩蓋層以覆蓋閘極結構的中間階段。

圖 19是頂視示意圖，例示本揭露一些實施例在形成半導體元件期間移除介電罩蓋層的一部分
的中間階段。

圖 20是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 19中的剖線 I-I'形成半導體元件期間移除介
電罩蓋層的一部分的中間階段。

圖 21A是頂視示意圖，例示本揭露一些實施例在半導體元件的製備期間用來縮小主動區的典
型主動區配置。

圖 21B是頂視示意圖，例示本揭露一些不同實施例的半導體元件製備期間的長主動區以及虛
擬區的配置。

圖 22是頂視示意圖，例示本揭露一些實施例在形成半導體元件期間形成溝槽的中間階段。
圖 23是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 21B中的剖線 C-C'形成半導體元件期間形
成溝槽的中間階段。

圖 24是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 21B中的剖線 C-C'形成半導體元件期間形
成絕緣層、阻障層以及成核層的中間階段。

圖 25是圖表，例示本揭露一些實施例的後處理的還原劑脈衝以及間隔時間。

(3)
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圖 26是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 21B中的剖線 C-C'形成半導體元件期間形
成塊體層的中間階段。

圖 27是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 21B中的剖線 C-C'形成半導體元件期間形
成字元線絕緣層、字元線阻障層以及字元線導電層的中間階段。

圖 28是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例沿圖 21B中的剖線 C-C'形成半導體元件期間形
成閘極結構的中間階段。
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